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SIMS在Si与SiO2中元素的探测极限

(在纵向分布的测量条件下)

AN 339CN

说明 在半导体材料分析技术中，二次离子质谱（SIMS）是最常用的手段之一。它可以
对所有元素，从Ｈ到Ｕ，进行分析。而且具有极高的灵敏度。　表中列出部分元
素在 Si 和 SiO2 中的测量极限。它们是在纵向分变布分析条件下测量的结果。它
们将随可测量面积的大小而变化。

Si中的测量极限（DL）

元素 DL 元素 DL 元素 DL
He 5E+17 H 1E+17 Ar 1E+17*
Li 5E+12 B 1E+15 - -
B 2E+13 C 1E+16 - -

Na 5E+12 N 1E+15 - -
Mg 5E+12 O 5E+16 - -
Al 2E+13 F 5E+15 - -
K 5E+12 P 1E+14 - -

Ca 1E+13 S 1E+15 - -
Ti 1E+13 Cl 5E+15 - -
Cr 2E+13 Cu 2E+15 - -
Mn 2E+13 As 5E+13 – 2E+15 - -
Fe 5E+13 – 2E+15 Ge 2E+14 - -
Ni 5E+14 Sb 1E+14 – 2E+15 - -
Cu 2E+14 Au 5E+13 - -
Zn 5E+15 - - - -
As 5E+16 - - - -
Mo 1E+14 - - - -
In 5E+13 - - - -
Ta 5E+14 - - - -
W 2E+14 - - - -

Ｏ一次离子束
正离子

Cs一次离子束
负离子

Cs一次离子束
正离子（ＭCs+）

*设Ca浓度低于1E+15 at ／cm3
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SIMS在Si与SiO2中元素的探测极限在纵向分布的测量条件下  

SiO2中的测量极限(DL)

Ｏ一次离子束
正离子

Cs一次离子束
负离子

元素 DL 元素 DL
Li 1E+13 H 1E+18
B 5E+13 C 2E+17
N 2E+17 N 3E+16 – 2E+171 

Na 2E+13 P 1E+15
Mg 2E+13 S 1E+16
Al 1E+14 Cl 1E+16
K 1E+13 Cr 2E+16

Ca 5E+13 Fe 3E+16
Ti 5E+13 Ni 3E+15
Cr 2E+13 Cu 2E+15
Mn 1E+14 As 2E+15
Co 2E+14 Ge 2E+15
Fe 2E+14 – 5E+14 Au 1E+15
Ni 1E+15 - -
Cu 5E+14 - -
Zn 3E+15 - -
As 2E+16 - -
Mo 5E+14 - -
In 2E+14 - -
Ta 5E+15 - -
W 5E+15 - -

注：用O2
+离子流对氧化膜进行分析，其厚度不能超过

1.5μm。超过这一厚度，表中的数据不一定适用。
1高DL是针对BPSG膜


